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Nombre y apellido: Padrén:
Cuatrimestre de cursada: Turno:

El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluacion integradora de la
materia Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido
en una hora, comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepcién.

Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.

Algunas preguntas puedn ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta
numérica.

En las preguntas MC existe siempre una tnica respuesta correcta.
En las preguntas numeéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.
El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

La aprobacién del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluacion,
pero no es suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluacion integradora estara desaprobada.

Pregunta Respuesta Correccion
1
2
3
4
5
Calificacién Cuestionario:
Nota Examen:
Nota Final:

Firmar al entregar:
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1)

2)

3)

Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energia de gap.
En la tabla, se resumen algunos de sus parametros fisicos a temperatura ambiente. Cada uno de
los materiale es dopado con impurezas aceptoras con densidad volumétrica N = 3 x 100 cm 3.

Calcular la conductividad del material semiconductor con menor energia de gap.

SC 1 SC 2 SC 3

ni (em™3) 21 x 108 1.2x 101 3.1 x 102
i (cm?/(Vs)) 850 1300 2700
pp (cm?/(Vs)) 320 390 600

Para un transistor MOSFET de canal N en saturacién con Vpg constante, jqué opcién es correcta
respecto de la corriente de Drain?

A) Es una corriente de difusién de electrones, que varfa al cambiar la seccién del canal con
Vas.

B) Es una corriente de difusién de electrones, que varia al cambiar la densidad de porta-
dores del canal con Vgg.

C) Es una corriente de difusiéon de huecos, que varia al cambiar la seccién del canal con
Vas.

D) Es una corriente de difusién de huecos, que varia al cambiar la densidad de portadores
del canal con Vgg.

E) Es una corriente de arrastre de electrones, que varia al cambiar la seccién del canal con
Vas.

F) Es una corriente de arrastre de electrones, que varfa al cambiar la densidad de porta-
dores del canal con Vgg.

G) Es una corriente de arrastre de huecos, que varfa al cambiar la seccién del canal con
Vas.

H) Es una corriente de arrastre de huecos, que varia al cambiar la densidad de portadores
del canal con Vgg.

Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor PNP con
parametros § = 200 y V4 — o0. La tensién de alimentacion es Voo = 5V, y el transistor
estd polarizado con una resistencia de base Rp = 39k() entre la base del transistor y tierra, y
una resistencia de colector, Rc = 100€) conectada a tierra. A la entrada del amplificador, se
conecta una senal senoidal (vs) de tension pico 30mV y resistencia serie Ry = 1kQ a través de
un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular A,,, Ry v Rour.

En un proceso CMOS estandar se fabricé un inversor CMOS de forma tal que W,, = W, y
L, = L,. En este proceso, se sabe que p, = 2,5 X u, y se puede considerar Vr, ~ —Vp,. Se
midié el tiempo de propagacién de bajo a alto y se obtuvo tpry = 50ns. ;Cudnto sera el tiempo
de propagacion de alto a bajo (tpgr)?
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5) Un transistor TBJ PNP estd polarizado a temperatura ambiente. Se conoce la concentracién de
minoritarios en distintos puntos del dispositivo segin las referencias de la figura:
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También se conocen las dimensiones del dispositivo ( Wg = 0.4pm; W = 0.2pm; We = 2.0 pm)
asi como las movilidades en cada una de las regiones:

pn (em®/(Vs))  prp (em?/(Vs))

Emisor 900 300
Base 1400 450
Colector 1450 480

Determinar el valor de la densidad de corriente de base (Jg).
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